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1．はじめに 

窒化ガリウム（Gallium Niteride: GaN）は、

絶縁破壊電界がシリコンと比較して一桁以上

高いことから、パワーデバイスの小型化、高温

動作、低オン抵抗化が期待できる。GaN パワ

ーデバイスの実現のためには、GaN エピ膜に

おける欠陥密度の低減および欠陥評価手法の

確立が必要不可欠である。本研究では、定常状

態における光容量(SSPC)法を用いて GaN エピ

膜中における欠陥密度測定を試みた。 

2．実験 

用いた試料は GaN-SBDであり、サファイア

基板上にアンドープGaNエピ膜を 1µm成長さ

せた。Ti/Al/Ti/Auを 20/100/20/50 nm蒸着し、

窒素中でアニールすることでオーミック電極

を形成した。オーミック電極形成後、Ni/Auを

70/30 nm蒸着し、φ200 µmのショットキー電極

を形成した。高周波 C-V 測定からエピ膜のキ

ャリア濃度は 1×10
17

 cm
-3程度であった。SSPC

測定で用いた光源は 500W のキセノン光源で

あり、モノクロメーターによって波長 350～

1600 nmの単色光に分光し、10Vの逆方向バイ

アスを印加したGaN-SBDのサファイア基板側

から単色光を照射した。単色光照射時における

GaN-SBD の静電容量をインピーダンスアナラ

イザ（IM 3570、HIOKI）により測定した。 

3．結果および考察 

図 1に得られたGaN-SBDにおける入射光子

エネルギー1.5～3.0 eV の範囲の SSPC 信号を

示す。図 1において、本実験では 2.08eV（T1）、

2.60eV（T2）、および 2.8eV（T3）に光励起準

位が確認された。これまでに報告されている欠

陥のエネルギー準位の起源は、T2 は、光励起

と熱励起からの欠陥評価から、n 型 GaN にお

ける少数キャリアトラップであると報告され

ており[1]、T3 は Ga 空孔と炭素との複合欠陥

であるとされているが完全には明らかになっ

ていない[2]。T1 に関しては、詳細な起源は報

告されてはいないが、欠陥密度がおよそ 2×

10
15

/cm
3 と非常に高い密度で存在しているこ

とが分かった。講演では T1を含めた観測され

た他の準位についても詳細に報告する。 

Fig.1 SSPC signals in GaN-SBD. 
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